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/ Introduccion a la Electronica \

Objetivo:
Conocer los fundamentos de dispositivos electronicos
actuales y sus aplicaciones basicas.

Poder analizar el comportamiento de circuitos
electronicos basicos y medir sus parametros.

Conocer los sistemas de adquisicion de datos y sus
componentes principales.

- /

Introduccioén a la Electrénica

07/09/2009




/ Cuerpo docente (DIEC UNS) \

Profesor:
Dr. Héctor Chiacchiarini {005

Asistente
Ing. Favio Mengatto

Ayudante
Ing. Ariel Arelovich
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/Bibliografia \

S. Burns, P. Bond, Principles of Electronics Circuits, Second
Edition, PWS Publishing Company.

Cubre Semiconductores, Diodos, Circuitos con diodos,
Transistores y Circuitos con Transistores.

Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, Microelectronic Circuits
Transistores bipolares, modelos hibridos y FETs
(En biblioteca central, en castellano)

Paul Horowitz, Winfield Hill, The Art of Electronics
Ideal para ejercicios

\http://lor.uns.edu.ar/electronica/lntroducc_electr/ /
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Semiconductores

Juntura PN

Circuitos con diodos

Transistor Bipolar

Transistor FET: MOSFET y JFET
Simulacién de circuitos
Introduccién a las familias logicas
Amplificador operacional

Muestreo y cuantizacion de sefiales analogicas

Sensores
Adquisicion y procesamiento de datos
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/ Semiconductores y su evolucion \

Planck - |la teoria cuantica (Nobel en 1918)
Einstein — Efecto fotoeléctrico (Nobel en 1921)

Millikan - la naturaleza discreta de la carga eléctrica
(Nobel en 1923)

Schrédinger — Ecuacion de ondas (Nobel en 1933)

1948, laboratorios Bell — primer transistor
Germanio
Ganancia de voltaje de 100
Frecuencias de audio

(Premio Nobel en 1956)

\ ® Precio de un transistor — 10 $ /
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/ Semiconductores y su evolucion \

1961 — Primer circuito integrado

4 transistores + 2 resistencias
1969 — Primer amplificador operacional
Costo: 75 %

1967 — Memoria de 64 bits

1968 — Memoria de 1024 bits
1994 — Memoria de 256 megabits
Hoy - ?7?
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/ Teoria de bandas de energia

Atomo aislado de-hidrogeno

From EQHr model:

Balmer Series
(Wisible)

ho410.2nm G

" Lyman Serias
{Uitraviolet)

*| de valores.

Modelo de Bohr:

la energia de los electrones
en sistemas atomicos esta
restringida a un limitado set

L wiolet

) ."~.‘I1=E

434.1 nm} violet

'.. Paschen Sarnies’s,
s (Infrared)

486.1 nm
bluegreen

*El desplazamiente de un electron.de-unnivel
discreto de energia"hacia otro de mayor nivel
requiere una cantidad de .energia extra. ,
*Un electron desplazandosé hacia.un nivel’ de

energia inferior, libera una cantidad discreta de

Cada nivel de
energia corresponde
a una orbita del
electron alrededor
del nucleo
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/ Teoria de bandas de energia \

Un solido esta formado por diversos atomos cuyos niveles de
energia interactuan entre si, resultando en un acoplamiento de los
niveles discretos de energia formando bandas de niveles de
energia permitidos

0 COHDUCTION BAHD=="%
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/ Teoria de bandas de energia \

ELECTROH'S ELECTROH'S
EHERGY EHERGY

Diagrama de bandas de energia

EHERGY )
LEVELS EHERGY

FORBDDEH  EH LENELS

Banda de valencia: los electrones : waw
no son moviles, no contribuyendo e ——

ISOLATED ATOM

a la conduccion de corriente electrica. oM W A 301D
Son electrones compartidos entre los atomos que forman el sélido.

Banda de conduccion: es la banda ubicada sobre la banda de
valencia. Se encuentra parcialmente llena. Excitando con una
pequena cantidad de energia, se puede iniciar el desplazamiento de
los electrones -> corriente electrica. Son electrones que fueron
liberados de la estructura del sdlido.

Banda prohibida: esta ubicada entre la banda de conduccion y la
banda de valencia. Son niveles continuos de energia que no pueden
ser ocupados por portadores de carga.
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/ Teoria de bandas de energia

4 Energy of electrons

Conduction Band

Large energy

Clasificacion de los materiales

semiconductor

*Existen electrones en la banda de
conduccién a temperatura ambiente.

gap batwean
valence and

Fermi

conduction bands.

aislador
\

Conduction Band / leval \

Conduction Band

conductor
*Las bandas de conduccién y de

*Banda de valencia llena

\ valencia a la de conduccion

*Banda de conduccién vacia

*Gran cantidad de energia es requerida para
desplazar un electréon de la banda de

valencia se solapan.

*Existe un gran numero de electrones en
la banda de conduccion a temperatura

ambiente.

S—
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/ Teoria de bandas de energia
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Energy of electrons

Large energy
gap between
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/ Semiconductores - Introduccion \

Existen dos mecanismos asociados al transporte de
particulas cargadas en un sélido

g g

Corriente de Corriente de
desplazamiento difusion

. /
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/ Semiconductores - Introduccion \

Corriente de desplazamiento

A0 —\ | L,@
At ’ :
Movimiento aleatorio sin Movimiento aleatorio
un campo eléctrico con un campo eléctrico
aplicado aplicado
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/ Semiconductores - Introduccion \

Conductividad } L k.

Cross-sectional area l..__A[_ _>{

Corriente l?\

- 40 _Ng

At A '

Velocidad de desplazamiento promedio
: AL Ngvy

Va = A :> = AL Conductividad
Densidad de corriente g = nqu,,.

J = /_:. = ZZ“;;I = ngv, ‘ — / \

| =) |/ = oE | Densidad de Movilidad

\ = ngv,; = nqpb_"ﬂE, ' portadores de carga /
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/ Semiconductores - Introduccion \

. plata cue 1 )
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/ Semiconductores - Introduccion \

Corriente de difusion

Si existe una elevada concentracion de particulas en
una region comparada con otra, existira un
desplazamiento neto de particulas que ecualizara la
concentracion luego de un periodo de tiempo

000| 0O OO O O 0}j0 O]JO o]0 0O
0000 O 0O ¢] 0 o o]
000} 0 OO O |l ©ojoc o©ojo oOj0o O

Net particle flow ———

n(x) A ‘ n(x) 4

An

Ax : :
\ Concentracion inicial ~ x Concentracion final  « /
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/ Semiconductores - Introduccion \

Corriente de difusion R R

n(x)y n{x)

f=-D 915 Flujo de particulas \\

Constante de difusion

D, kT
=, Relacion de
Densidad de corriente (electrones) M q- Einstein
mn D -
/” - qD f_ L - {‘Z,
Cax K, g
Densidad de corriente (cargas positivas) Las constantes de difusion y la

movilidad estan relacionadas.

f’l) Ambas constantes relacionan

J, = - ql)

. oy el movimiento de las
\ particulas y las colisiones /
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